上 海 建 桥 学 院 教 学 进 度 安 排 表

2013  ～   2014     学年度第  2   学期
课程名称：集成电路工艺原理  班级：电科B12/微电子B12 总学时：64

	日期
	周次
星期
	课   程   内  容
	授课
方式
	上课地点
	作业
布置

	
	
	章
	节
	内     容
	
	
	

	2.25
	1/二
	0
	1
	绪论
	讲课
	1469
	

	2.26
	1/三
	1
	1~4
	半导体材料的特征，硅的结构，晶体缺陷
	讲课
	1469
	

	3.4
	2/二
	1
	5~6
	硅衬底晶片的制备，硅材料的提纯
	讲课
	1469
	

	3.5 
	2/三
	1
	7
	直拉法生产硅单晶
	讲课
	1469
	作业1

	3.11
	3/二
	1
	8
	硅单晶在芯片制造中的应用
	讲课
	1469
	

	3.12 
	3/三
	2
	1~2
	外延技术，外延工艺方法
	讲课
	1469
	

	3.18
	4/二
	2
	3~4
	常规硅气相外延生长过程
	讲课
	1469
	

	3.19
	4/三
	2
	5
	外延生长的工艺环境和条件
	讲课
	1469
	作业2

	4.25
	5/二
	2
	6
	硅气相外延生长过程中的二级效应
	讲课
	1469
	

	4.26
	5/三
	3
	1~2
	二氧化硅介质膜的主要性质
	讲课
	1469
	

	4.1
	6/二
	3
	3~4
	氧化硅介质膜的热生长动力学原理
	讲课
	1469
	

	4.2
	6/三
	3
	5
	典型热生长氧化介质膜的常规生长模式
	讲课
	1469
	作业3

	4.8
	7/二
	4
	1~2
	固体中的热扩散现象及扩散方程
	讲课
	1469
	

	4.9
	7/三
	4
	3~4
	实际扩散行为与理论分布的差异
	讲课
	1469
	

	4.15
	8/二
	4
	5
	扩散行为的仿真及影响扩散行为的效应
	讲课
	1469
	

	4.16
	8/三
	4
	6 
	深亚微米工艺仿真系统
	讲课
	1469
	

	4.22
	9/二
	5
	1~5
	离子注入低温掺杂
	讲课
	1469
	作业4

	4.23
	9/三
	
	
	
	
	
	期中考试

	4.29
	10/二
	5
	6 
	离子注入的工艺实现
	讲课
	1469
	

	4.30
	10/三
	6
	1 
	常用的几种化学气相定积方法
	讲课
	1469
	

	5.6
	11/二
	6
	2 
	晶圆CVD加工需求最多的几种介质薄膜
	讲课
	1469
	

	5.7 
	11/三
	6
	3 
	化学气相定积的安全性
	讲课
	1469
	

	5.13
	12/二
	7
	1~2
	光致抗蚀剂
	讲课
	1469
	

	5.14
	12/三
	7
	3
	典型的光刻工艺原理
	讲课
	1469
	作业5

	5.20
	13/二
	8
	1~2
	光刻掩膜版设计和制备的基本过程
	讲课
	1469
	

	5.21
	13/三
	8
	3
	当代计算机辅助掩膜制造技术
	讲课
	1469
	

	5.27
	14/二
	15
	1~3
	超深亚微米级层次的技术特征以及小尺度效应
	讲课
	1469
	

	5.28
	14/三
	15
	4
	典型的超深亚微米CMOS制造工艺
	讲课
	1469
	

	6.2
	15/二
	15
	5
	超深亚微米CMOS工艺技术模块简介
	讲课
	1469
	

	6.3
	15/三
	16
	1~2
	质量管理理论基础
	讲课
	1469
	

	6.10
	16/二
	16
	3~5
	集成电路芯片产业的生产、技术管理模式
	讲课
	1469
	

	6.11
	16/三
	18
	1
	纳米级IC可制造性设计理念
	讲课
	1469
	

	6.17
	17/二
	
	
	总复习
	讲课，答疑
	1469
	


注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：罗敏
系主任审核：喻玲               教学院长审核：吴庆彪
日期：2014.1.8
日期：2014.1.10                日期：2014.1.12
